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W lampach wyładowczych, przeważnie
na ich kaitodlach żarowych, powierzchnie,
przeznaczone db pokrycia wlatfstwą tlen¬
ku, w celoi wytworzenia powłok, składiają-
cych się z tlenków wapniowców, powleka
się uprzednio węglanami wapniowców i wę¬
glany te przeprowaidfca w tlenki przez o-
grzewanie. Z węglanów wytwarza się dys¬
persje, zawieisiny, roztwory koloidalne, z
których portetm prziez zanurzanie, natryskl-
wainie, powlekania lub kataforezę tworzy
się warstwę wierzchnią. Potrzebne doi tego
celu dyspersje węglanów wytwarzano! do¬
tychczas przeważnie za pomocą mechanicz¬
nego noizidrabnlialnia. Jeden ze sposobów
polega na beizipośrednim mieleniu węglanu

w młynie kulowym. Niedogodność tego spo¬
sobu pioilega nai tym, że prziez zwiększanie
miałkości dyspersji zwiększa się zarówno
czas trwania mielenia, jak i kioszty, Jak
również i ilość szkodliwych zanieczyszczeń,
przechoidizących do dyspersji z miewa.

WedJług itanegoi sposobu, nie mechanicz¬
nego, miele się nie bezpośrednio węglan,
lecz potrzdbny do jego wytworzenia wodo¬
rotlenek. Zawiesinę tegoż wodoroitlenfcu w
alkoholu metylowym przeprowaidlza się,
wprowadzając siuchy dlwutlenek węglla, w
węglan wapniowcowy, zawarty w kwasie
dwumetylowęglowym, przy czym węglan,
po przesączemiu i wyśnieniu, rozkłada się
woidią w ilości .przekraczającej ciężar >rów-



noważnikowy. Utworzony węglan wapniow-
cowy pep^tyzuje się w wodzie przez czas
dłuższy, tak iż rdzlb^ór ^awiera pomad wy¬
dzieloną grubszą ' zawiesiną węglanu 3 —
5% -owy węglatn wapniowcowy w postaci
koloidalnego roztworu. Z tak powstałego
koloidalnego roztworu węglan wydziela się
jednak przy kataforezie w postaci żelu, za¬
wierającego wodę, którego budowa nas sku¬
tek późniejszej obróbki ' cieplnej zmienia
się w ten sposób, iż wartstwa wykalzuje od¬
pryski, a więc traci swą ciągłość. Niedogod¬
ność tę inożna usunąć tylko w ten sposób,
że warstwę węglanu osadza się na drodze
elektroforezy z bardzo rozcieńczonego
0,8 — 1% -owego noztwoiru koloidalnego za
pomocą prądu o bardzo małej gęstości, np.
0,8 — 1 mA/tam2, cO nadzwyczaj przedłuża
pnacę, gdyż nip. w ciągu 10 minut można
osadzić z węglainu bałrOwegó ma cm2 0,003 g
osadu. Wytwarzanie tego koloidu jest po-
nadta stosunkowo trudne i wymaga dużej
staranności.

Dzięki niniejszemu wynalazkowi moż¬
na uniknąć powyższej niedogodności, wy¬
dzielając za pomocą dWutlenku węglla za¬
wiesinę węglanu (służącą jako powłoka) z
roztworu związku chemicznego wapniow-
ców (np. wodorotlenku tychże), rozpusz-
czajlnego w cieczy nie rozpuszczającej wę¬
glanów, np, z woldoego roztworu.

Jeżeli wodorotlenek! rozpuścić nie w wo-
dziier lecz; np. w bezwodnym alkoholu mety¬
lowym, wówczas otrzymuje się wodoro-
tlenekl krystaliczny względnie zawierający
wodę krystaliczną.

Zmieszanie gazowego dwutlenku węgla
z roztworem wodorotlenku uskutecznia się
bądź za pomocą zwykłego wprowadzania
do roztworu wodorotlenku gazowego dwu¬
tlenku węgla pod1 ciśnieniem atmosferycz¬
nym, bądź przez zetknięcie dwutlenku wę¬
gla z roztworem w przestrzeni zamkniętej,
znajdującej się pod ciśnieniem. Można jedy¬
nak wprowadzać roztwór w postaci bardzo
rozpylonej do przestrzeni, znajdującej się

pod ciśnieniem atmosferycznym lub wyż¬
szym, zawierającej dwutlenek wę#a.

Dwultleniefc węgla można połączyć w po¬
staci wodnego roztworu z roztworem wodo¬
rotlenku, a mianowicie pod ciśnieniem
atmosferycznym lub wyżsteym. W ten spo¬
sób wydzielanie staje się ciągłym i jako
takie można je również przeprowadzić w
praktyce, wpuszczając np. znajdujące się
pod ciśnieniem roztwory za polmocą d^isz
Venturilego na przemian warstwami spół-
ŚTodkowymi do nalcizynia, znajdującego się
pod ciśnieniem.

Stężenie wytwiarzaaiej dyspersji węgla¬
nu można zwiększyć, zwiększając stężenie
wyjściowego roztworu związku walpniowco-
wego. W tym celu do wytwarzania bardzo
stężonych dyspersyj węglanu stosuje się
ciepłe roztwory wapniowców. Miałkbść po¬
wstałych, dyspersyj można regulować, zmie¬
niając warunki osadzania np. stężenie, tem¬
peraturę, czas trwania osadzania, przez
mieszanie roztworu w mniejszym lub więk¬
szym stopniu. Przy wytwarzaniu bardzo
miałkich dyspersyj podnosi się lepkość cie¬
czy względem wody, najkorzystniej przez
dodanie stosowanej również jako rozpu¬
szczalnik gliceryny lub glikolu albo też sto¬
sując jako rozpuszczalnik glicerynę bez¬
wodną. I tak np. gdy rozpuszczalnik skła¬
da się z 1 części wody i 3 — 4 części gli¬
ceryny, wówczas wydzielony węglan posia¬
da miałkość koloidalną.

Za pomocą opisanego sposobu można
wytworzyć koloidalne dyspersje o dużym
stężeniu, np. zawierające 25% węglanu.
Stanowią one gąszcz i można je dowolnie
rozcieńczyć wodą. Do osadzania na drodze
elektroforezy nadają się już 4%-owe d!ys-
persje i można z nich w ciągu 1—2 mi¬
nut za pomocą prądu o gęstości 10 mA na
cm2, najkorzystniej ogrzewajap, osadzić
0,003 g węglanu barowego. Powłoki, osa¬
dzone z powyżej opisanych dyspersyj, wy¬
kazują (prawdopodobnie dlatego, iż nile
stanowią one żelów, zawierających wodę)
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taką budowę, iż nawet po obróbce cieplnej
nie posiadają rys, czyli zachowują swą
ciągłość.

Z as t r zeżenia patentowe

1. Sposób wytwarzania z węglatnów
wapiniowcowych ciągłych warstw tlenko¬
wych na katodach lamp wyładbiwczych,
znarniiientny tytmf że dyspersję, stosowaną
do wytwarzania powłoki, osadza się z roz¬
tworu rozpuszczalnego związku wapmiowca
w rozpuszczalniku nie rozpuszczającym
węglanów, przy czym nakładanie warstwy
powłokowej za pomocą tej dyspersji usku¬
tecznia się na drodze kaltaforezy.

2. Sposób według zastrz. 1, znamien¬
ny tym, że w przypaidklu bezwodnego roz¬
puszczalnika stosuje się krystaliczną od¬
mianę związku wapmiowca, zawierającą
wodę.

3. Sposób według zastrz. 1, znamien¬

ny tym, że dk> roztworu wapmiowca, użyte¬
go do wydzielania, dtwłaje się cieczy o
większej1 niż woda, lepkości.

4. Sposób według zastrz, 1, znamien¬
ny tym, że jako rozpuszczalnik związku
wapniowcowegp stosuje się, przynajmniej
częściowo, ciecz o większej niż woda lep¬
kości.

5. Sposób według zaistre. 4, znamien¬
ny tym, że jako rozpuszczalnik związku
wapniowcowego stosuje się, przynajmniej
częściowo, glicerynę lub glikol.

6. Sposób wedlług zastrz. 1, znamienr
ny tym, że dwutlenek węgla wprowaldza się
db roztworu związku walpniowcowego w po¬
staci roztworu.

N. V. Philips'
Gloeilampenfabrieken.

Zastępca: M. Skrzypkowska
rzecznik patentowy.

Druk L. Bogusławskiego i Ski, Warszawa.
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